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(57)【要約】
【課題】
　本発明は、デバイスが処理方向（Ｔ）に表面（２）の
上を移動することにより、表面を処理するためのデバイ
ス（１）に関し、デバイスは、少なくとも１つの列に配
設された多数の処理エレメント（５）を備え、列内の処
理エレメントが互いに平行であり、各処理エレメントの
縦軸が、少なくとも、使用中において、処理方向に平行
な方向成分を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理方向に表面の上でデバイスを移動させることにより、表面を処理するためのデバイ
スであって、少なくとも１列に配設された多数の処理エレメントを備えたデバイスにおい
て、
　列内の前記処理エレメントは、互いに平行であり、それぞれの処理エレメントの縦軸は
、少なくとも、使用中において、処理方向に平行な方向成分を有する、デバイス。
【請求項２】
　前記処理エレメントは、列の方向に瓦状に重なるように配設された、請求項１に記載の
デバイス。
【請求項３】
　それぞれの処理エレメントの前記縦軸は、処理方向と角度を成しており、それぞれの処
理エレメントの前記縦軸の方向が、処理方向および少なくとも１つの列の方向の両方と異
なる、請求項２に記載のデバイス。
【請求項４】
　それぞれの処理エレメントの前記縦軸と処理方向との間の角度は、０°以上であり、９
０°より小さい、請求項１から３のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記処理エレメントは、前記処理エレメントの長手方向に延設された線形電極を有する
表面誘電体バリア放電プラズマ・ヘッドである、請求項１から４のいずれか一項に記載の
デバイス。
【請求項６】
　長方形の処理領域をうるように処理エレメントの少なくとも１つの列の端に各々配設さ
れた２つの三角形処理エレメントをさらに備える、請求項５に記載のデバイス。
【請求項７】
　処理エレメントの少なくとも２つの平行な列を備えており、隣接した列の前記処理エレ
メントの縦軸は、前記列の方向に関して鏡に映し出される対称状態である、請求項１から
６のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項８】
　隣接した列は、前記列の長手方向に置き換えられる、請求項１から７のいずれか一項に
記載のデバイス。
【請求項９】
　隣接した列の置き換えは、列の数で割った隣接した処理エレメントの間のピッチに等し
い、請求項８に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記処理エレメントと処理される表面との間に処理ガスを供給するために、または処理
ガスをそこから放出するために、隣接した処理エレメントの間にギャップが設けられた、
請求項１から９のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記処理エレメントの電力を別々に制御するための制御手段をさらに備える、請求項１
から１０のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記処理エレメントの少なくとも１つの列を収容するためのハウジングをさらに備え、
前記ハウジングは、前記処理エレメントに処理ガスを供給するためのガス入口、および前
記処理エレメントから処理ガスを放出するためのガス出口を有する、請求項１から１１の
いずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記処理エレメントは細長い形状である、請求項１から１２のいずれか一項に記載のデ
バイス。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも１列に配列された多くの処理エレメントを備えるデバイスを処理
方向に表面の上を移動させることにより表面を処理するデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　序言のようなデバイスは、国際公開第０２０９４４５５号パンフレットにより示されて
いる。この書面は、大気圧下で材料をプラズマ処理するためのデバイスを開示している。
そのデバイスは、表面を移動させることにより、またはデバイスを移動させることにより
、相対的に表面の上を移動する。
【０００３】
　デバイスは、例えば、デバイスと処理される表面との間にプラズマが生成されうるよう
に、表面に接するか、または表面から間隔を有してさらに配置されるであろう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第０２０９４４５５号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来のデバイスは、多数の列に配置された多数の処理エレメントを有している。それぞ
れの列の内部において、処理エレメントが、処理方向に直交して延設されており、処理方
向に縦に並んでオーバーラップして配設されている。このオーバーラップの配置は、列の
幅を越えて処理の不均一な分布をもたらしている。処理エレメントのオーバーラップした
位置では、その表面が他の部分より強い処理を有しており、望ましいものではない。
【０００６】
　より大きな幅を処理するために、処理が表面に対して均一に行われることが求められる
。従来技術による構成では、１つの列が表面に対して１つの処理を行うが、オーバーラッ
プ部分では、処理が２倍となる。
【０００７】
　列は処理方向に完全に直交する必要があるので、オーバーラップが存在しないように、
列の内部に処理エレメントを調整することは、困難である。またそこで、処理方向に見て
、２つのエレメントの間にスペースが全く存在しないことが必要であり、そうでなければ
、その位置では低減された処理となるであろう。上記のスペースは、ハウジングの物理的
な境界とは関係がなく、処理ゾーンの境界と関係するものである。
【０００８】
　さらに、処理エレメントの両端での処理強度において、エレメントの残りの部分と比較
して違いがあるであろう。処理方向に見て、隣接する２つの処理エレメントを有すること
は、隣接ゾーンで処理エレメントの末端効果が２倍になるという結果をもたらすであろう
。これは、隣接ゾーンの位置での表面処理の増減を再び引き起こすであろう。
【０００９】
　また、処理が一度に高密度で行われる場合、若しくは半分の密度で２度行われる場合に
は、処理は、異なる結果をもたらし、従来技術によるデバイスでオーバーラップ部分を伴
って生じるであろう。
【００１０】
　より大きな処理ゾーンを望む場合には、従来技術の書面である国際公開第０２０９４４
５５号パンフレットに示されるように、それはオーバーラップした処理エレメントの多数
の列を組み合わさなければならない。しかしながら、オーバーラップしている位置に起因
して、かさばった配置は、処理ゾーンの中にかなり大きなギャップを有することをもたら
すであろう。更に、オーバーラップし、そして隣接したゾーンでの処理品質の低下は、使
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用された列の数により増大するであろう。
【００１１】
　上記の欠点を低減し、または取り除くことが本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この目的は、序言によるデバイスで達成され、そのデバイスは、列の内部の処理エレメ
ントが互いに平行であり、そしてそれぞれの処理エレメントの縦軸が、少なくとも、使用
中において、処理方向に平行な方向成分を有する。
【００１３】
　好ましくは、処理エレメントは、列の方向に瓦状に重なるように配設されている。
【００１４】
　列の方向に瓦状に重なるように処理エレメントを配設することにより、即ち、屋根の屋
根板のように配設することにより、全ての処理領域に沿った均一な処理を有し、そしてコ
ンパクトな設計を有するが、より大きな処理領域を提供する。この処理領域は、十分な処
理エレメントを列に配設することにより処理されるべき表面と同じように広くすることが
でき、そしてたった一列の処理領域の長さは、処理エレメントの長さと殆ど同じように長
くすることができる。
【００１５】
　さらにコンパクトな設計により、瓦状に重なるエレメントを提供することによって、プ
ラズマ・クラウドあるいはコーティング・クラウドのような、それぞれのエレメントの別
々の処理が、均一な処理ゾーンに組み合わせられ、それは全ての処理領域の上に広がって
いる。したがって、本発明では、より小さな処理エレメントから構成された大きな処理領
域を形成することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明による表面を処理するためのデバイスの実施例の斜視図を示す。
【図２】図２は、図１の実施例の部分的な概略上面図を示す。
【図３】図３は、本発明によるデバイスの第２実施例の部分的な概略上面図を示す。
【図４】図４は、本発明によるデバイスのための処理エレメントの実施例を示す。
【図５】図５は、本発明によるデバイスの第３実施例の断面図を示す。
【図６】図６は、本発明によるデバイスの第４実施例を示す。
【図７】図７は、本発明によるデバイスの第５実施例の概略上面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明によるデバイスの実施例において、それぞれの処理エレメントの縦軸は、処理方
向と角度を成しており、そしてそこにおいて、それぞれの処理エレメントの縦軸の方向が
、処理方向および少なくとも１つの列の方向の両方と異なっている。
【００１８】
　処理エレメントは、全ての表面の均一な処理を確実にするために、瓦状に重なるように
配設されるであろう。これは、処理エレメントの縦軸が処理方向および少なくとも１つの
列の方向と角度を成していることをもたらす。したがって、縦軸は、処理方向と平行にな
りえず、列の方向とも平行になりえない。
【００１９】
　エレメントの縦軸が処理方向と等しい場合、処理エレメントの境界および処理エレメン
トの間に間隔を有することは、列の長さにおいて不均一な処理をもたらすであろう。しか
しながら、これは、より小さな処理エレメントから構成された大きな処理領域を有する、
コスト効率の良いデバイスを依然としてもたらすであろう。
【００２０】
　エレメントの縦軸が列の方向と等しければ、従来技術における問題と同じ問題が生じる
であろう。そのために、それぞれの処理エレメントの縦軸の方向は、処理方向および少な
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くとも１つの列の方向の両方の方向とは異なるべきである。
【００２１】
　従って、それぞれの処理エレメントの縦軸と処理方向との間の角度が、０°以上であり
、そして９０°より小さいことが、好ましい。
【００２２】
　本発明に係るデバイスの好ましい実施例では、処理エレメントは、エレメントの長手方
向に延設した線形電極を有する表面誘電体バリア放電プラズマ・ヘッドである。
【００２３】
　そのような表面誘電体バリア放電プラズマ・ヘッドは、典型的には、薄いセラミック・
プレートを有している。セラミック・プレートのそれぞれの側面には、電極が配設されて
おり、高周波電圧がその電極に印加される。これは、電極を包むガスの電極の周りの片側
に線形プラズマ・クラウドをもたらす。この構成は、処理すべき表面の非常に近くにプラ
ズマを生成することを可能にする。
【００２４】
　大きなセラミック・プレートは、取り扱うのが難しく、従って生産するのにコストがか
かる。本発明では、一般的に市場で入手可能である、小さなセラミック・プレートを処理
エレメントに使用することが可能であり、さらに本発明による構成で大きな処理ゾーンを
提供することが可能である。
【００２５】
　また、プラズマを生成するための他の主たるものは、本発明によるデバイスにおいて使
用されうることであろう。例えば、プラズマは、またスポットで生成されうるものであり
、そこで、ガスの流れによって搬送されうるものである。プラズマを搬送するそのような
ガスは、本発明によるデバイスの中に容易に配設することができる、線形のマウスを通っ
て吹き付けられるであろう。線形のマウスは、多くの小さな開口により提供されるであろ
う。
【００２６】
　別の可能性は、回転しているノズルからプラズマを吹き付けることであり、そして処理
エレメントに到達するように列の中に多くのそのようなノズルを配設することであろう。
【００２７】
　また、細長いプラズマを生成するこれらの代替方法では、処理される表面をより大きな
幅に拡大する場合には、問題に直面するであろう。これらの問題は、例えば、熱問題およ
び均一なクラウドの作成に伴う問題を含んでいる。本発明の配置では、より大きな処理ゾ
ーンを形成していても、依然として、処理エレメントが合理的な寸法内となるであろう。
【００２８】
　本発明によるデバイスの更に好ましい実施例では、長方形の処理領域をうるために処理
エレメントの少なくとも１つの列の端にそれぞれ配置された２つの三角形の処理エレメン
トをさらに備える。
【００２９】
　処理エレメントが瓦状に重なるように配設されていれば、列の両端は列の中間ほど広く
ないであろう。処理される表面の端部を過ぎて延びているそれらを持って、列のそれらの
部分を廃棄するであろう。しかしながら、列の両端に別々の三角形の処理エレメントを配
設することにより、表面の端部まで延ばすことができ、これらの端部の上を延ばす必要の
ない、長方形の処理領域が得られる。
【００３０】
　また、三角形処理エレメントは、明確に境界が定められた処理ゾーンを提供するように
、列の内部で使用されうる。
【００３１】
　さらに、本発明によるデバイスの別の実施例は、処理エレメントの少なくとも２つの平
行な列を備えており、そこでは隣接した列のエレメントの縦軸が、列の方向に関して正確
に鏡に映し出される対称状態である。
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【００３２】
　この実施例では、少なくとも２列が設けられており、そこでは列におけるエレメントが
、正確に鏡に映し出される対称状態である。これは、より広い処理領域のために設けられ
て、表面が高速で処理される、若しくは同じ速度でより完全に処理される。処理エレメン
トのミラーリングは、列の処理能力の偏りをさらに低減することを確実なものとする。
【００３３】
　例えば、２つの列を越えて広がるＬ－形の処理エレメントを設けることにより、隣接し
た列の処理エレメントは、組み合わせることができるであろう。
【００３４】
　本発明によるデバイスのさらに好ましい実施例において、隣接した列は、列の長手方向
に置き換えられる。
【００３５】
　好ましくは、隣接した列の置き換えは、列の数で割った、隣接した処理エレメントの間
のピッチに等しい。
【００３６】
　列の方向における処理エレメントのこの置き換えは、単一の列の処理品質の偏りをさら
に低減する。
【００３７】
　さらに、本発明によるデバイスの別の好ましい実施例において、ギャップは、処理エレ
メントと処理される表面との間に処理ガスを供給するために、若しくは処理ガスをそこか
ら放出するために、隣接した処理エレメントの間に設けられる。
【００３８】
　例えば、プラズマ応用において、処理ガスはプラズマの生成のために使用される。この
ガスは、処理エレメントの中に配設された電極に供給する必要がある。電極の近くに小さ
な孔が配設されるであろうが、処理エレメントは、はるかに大きな処理ゾーンの一部であ
るので、ガスは、側面からエアー・ギャップを通してまた供給されるであろう。これは、
より単純化され、より低価格の設計を提供する。
【００３９】
　処理ガスは、処理ゾーンの端部で放出されるであろうし、若しくはいくつかのギャップ
は、使用後の処理ガスを排出するために使用されるであろう。
【００４０】
　さらに、本発明によるデバイスの別の実施例は、処理エレメントの電力を別々に制御す
るための制御手段を備えている。
【００４１】
　処理エレメントを別々に制御することによって、表面の一部だけが処理されるように、
処理領域の内部にゾーンを規定することができる。
【００４２】
　その上に、本発明によるデバイスの別の好ましい実施例は、処理エレメントの少なくと
も１つの列を収容するためのハウジングをさらに備えており、そのハウジングは、処理エ
レメントに処理ガスを供給するためのガス入口、および処理エレメントから処理ガスを放
出するためのガス出口を有する。
【００４３】
　ハウジングは、単一の処理ヘッドを提供しており、例えば、紙のウェブ、あるいはシー
トのような材料のウェブ、長方形パネルのようなものを処理するために機械の中に配設す
ることができる。単一の処理ヘッドは、このウェブに対してプラズマ処理を提供するであ
ろう。そのようなプラズマ処理は、続けて施された接着層がより高い品質のものとなるよ
うに、表面を洗浄するために使用することができる。プラズマは、表面を覆うために、表
面の活性化のために、インク物質を設けるために、あるいは表面を抗菌加工とするために
、使用されうる。
【００４４】
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　本発明によるデバイスのさらに好ましい実施例において、処理エレメントは細長い形状
である。エレメントが瓦状に重なるように設けられた場合、または処理方向に縦軸を伴う
場合でさえ、細長い処理は、費用効率高く加工されることができ、処理ゾーンに対してか
なりの幅を提供するであろう。
【００４５】
　三角形または正方形のような細長くない形状を有する処理エレメントを活用することは
、幾つかの応用において利点となるであろう。
【００４６】
　本発明のこれらのおよび他の特徴は、添付の図面と併せて明らかにされるであろう。
【００４７】
　図１は、本発明によるデバイス１の第１実施例の斜視図を示す。デバイス１は、デバイ
スで処理される表面２の上に配設されている。表面２は、デバイスの下を処理方向Ｔに搬
送される。デバイス１は処理エレメント５、６の列４が収容されるハウジング３を有して
いる。
【００４８】
　図２は、処理エレメント５、６の列の上面図を示す。列は、列Ｒの方向に瓦状に重なる
ように配設された、細長い処理エレメント５から形成される。細長い処理エレメント５と
三角形処理エレメント６とが組み合わされた処理領域が矩形形状を有するように、細長い
エレメント５の列の端に三角形処理エレメント６が配設されている。
【００４９】
　この実施例において、処理エレメント５、６は、細長いスロットを提供しており、その
スロットを介して、例えば、スプレー、プラズマ、またはガスが表面２に供給されうる。
【００５０】
　図３は、本発明によるデバイス１０の第２実施例の概略上面図を示す。デバイス１０は
長方形の細長い処理エレメント１１の単一の列を有しており、処理エレメント１１は互い
に平行であり、列Ｒの方向に瓦状に重なるように配設されている。処理エレメント１１の
縦軸と処理方向Ｔとの角度αは、好ましくは０°以上であり、９０°より小さい。長方形
の細長い処理エレメント１１により、表面１２の望ましい処理に応じて調整可能な角度α
を持つようにすることは可能である。
【００５１】
　図４は、本発明によるデバイスのための細長い処理エレメント２０の好ましい実施例を
示す。この細長い処理エレメント２０は、接地電極２２と２つの高電圧電極２３が配設さ
れた長方形のセラミック・プレート２１を有している。電極２３に高周波電圧を供給する
ことにより、電極２３を包むガスのプラズマが生成される。そのような細長い処理エレメ
ントは、表面誘電体バリア放電プラズマ・エレメントとして知られている。電極２２およ
び２３の位置もまた、処理エレメントを生成するそのようなプラズマのために交換するこ
とができる。更に、冷却ブロックは、例えば、接地電極２２と一体的に、処理エレメント
の頂上に配設してもよい。
【００５２】
　図５は、本発明によるデバイス３０の第３実施例の断面図を示す。このデバイス３０は
、図４に示されるような表面誘電体バリア放電プラズマ・エレメント２０の列を備える。
【００５３】
　ギャップがセラミック・プレート２１の間に生成されるように、セラミック・プレート
２１は短い間隔で配設されている。ガスＧのプラズマＰを生成するために、これらのギャ
ップを介して、ガスＧは電極２３に供給されうる。そこで、このプラズマＰは表面３１上
に被着される。
【００５４】
　この断面図から明らかなように、プラズマＰは、この実施例において連続的ではないが
、細長いエレメント２０の瓦状に重なるような配置により、およびデバイス３０の下の表
面の搬送により、表面３１がプラズマＰによって均一に処理されるであろうことを確実な
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ものとしている。
【００５５】
　図６は、本発明によるデバイス４０の第４実施例を示す。デバイス４０は、処理される
表面４２の上に瓦状に重なるように配設された多数の処理エレメント４１を有している。
処理エレメント４１は、底面に孔４３が穿かれた表面を有し、その孔を介して、例えば、
ガス、またはスプレーが表面４２に適用される。
【００５６】
　図７は、本発明によるデバイス５０の第５実施例の概略上面図を示す。デバイス５０は
処理エレメント５１および５２をそれぞれ備える２つの列Ｒ１、Ｒ２を有する。
【００５７】
　エレメント５１の縦軸と比較して、エレメント５２の縦軸は、列Ｒ１、Ｒ２の方向に関
して鏡に映し出される対称状態である。
【００５８】
　更に、列Ｒ２は、エレメント５１または５２の間のピッチｐの長さの半分を越えて列Ｒ
２の方向にシフトされる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(9) JP 2017-502836 A 2017.1.26

【図５】

【図６】

【図７】
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